BB105

V4 o Typ diody: dioda krzemowa
35 5
w [mexdl S Firma: UNITRA-CEMI
Y
\ : L .:_ Wykonanie: dioda krzemowa epitaksjalno-
e } Ql{,‘ planarna w obudowie plastykowej SOD-23
PR SIS
= = Zastosowanie: w obwodach UHF jako
- ;5”3; dioda o zmiennej pojemnosci
. g minis
ke : SIS Typy podobne: BB105 (Ses, Ph, Sie, Tel,
S N RTO)
D
min 18 L
N g8 max305
Rys. 2-121. BB105
Wartosci charakterystyczne
min max
Ip —50 mA przy Ugp = —28 V
Cp (BBP105A) 23 2,8 pF przy f=1 MHz, Ug = =25 V
Cp (BBP105G) 1,8 2,8 pF przy f=1 MHz, Ug = —25 V
C
—GY)_ (BBP105A) 4 s
25v) przy Ugp = -3V, Up=-25YV,
C f=1 MHz
~BY)_ (BBP105G) 4 6
25v)
rg (BBP105A) 0,8 Q
r, (BBP105G) 12 | Q } przy f = 470 MHz, C =9 pF
Wartosci graniczne!?
UR max —25 ‘ v i tstq l —55++4100 °C
URM max —28 v

D tamp = 25°C
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Rys. 2-122. Zalezno$¢ pojemnosci diody od
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Rys. 2-124. Charakterystyka pradu wstecz-
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Rys. 2-123. Zalezno$¢ pojemnosci diody od
napigcia wstecznego
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Rys. 2-125. Zalezno$¢ wspolczynnika tempe-
raturowego od napiecia wstecznego



